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Kurzdatens BF 583 BF 585 BF 587
Kellektor-Sperrspannung UCI p = max. 300 350 400 V
Kollektor-Emitter-Sperrapannung IJ“ g ™ maz. \ 260 300 aso v
Kollektorstrom, Scheitelwert I, y = max. 100 mA
Gesamtverlustleistung bei 8 S 25% Pio¢ = max. 1,6 W
bei 8 & a5 Py = max. 5,0 W
Sperrschichitemperatur IIJ - maX. 150 °c
Gleichstromverstirkung .
bei IJC!-ED'J. Ichﬂﬂlul. B = 50
Transit-Frequensz
be i UII:;I = 10 ¥V, -lE = 10 mA l!'.r = T0...110 MHz
lﬂllillﬂ'-hittqr-ﬂ?-hntlgmun'
be i IC = 20 md, ‘J = 150C IJCE sat Er. 20 v
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Absolute Grenzwerte: (glltig bis &

Keollektor-Sperrspannung bei ll = 03
EKollektor=Emitter=-Sperrspannung
bei In = Ot

Emitter-Sperrspannung bei l': = 03
Eellektorstrom, Mittelwerts
Eollektorstrom, Scheitelwert:
Gesamtverlustleistung bei lu s 25%Cs

bei 8 $ 28%
Sperrschichttemperatur:
Lagerungstemperatur:
Wirmewiderstands

twischen Sperrschicht und Umgebung:
gwischen Sperrschicht und Gehiuseg
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Transistor BF583

Datasheet

BF 583 BF 585 BF 587
IJl:l o ™ BAX. 300 a50 400 V
‘HE! 0 = max. 250 300 aso v
U‘B g = mAX. 5 5 EJT
W
Il: AV = BAX. 50 mA
Ic N = max. 100 mA
Ptat = BAX. 1,6 W
Pt“ = EAX. 5,0 L
8, = max. 150 %
8; = min. 45 %
bg = max. 150 c
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KEenonwerte: bei &, = 257¢, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-Restsatrom

bei IE = 0, Ubl = J00 Vi [tl o
Eollektor-Emitter-Reststrom o

bei Ul.'.l = 280 ¥, lu = 2,7 ki, lJ = 1580 Cy [I:l B
Emitter<Reststrom

bei IE = 0, UEB = B Vi :!B 0
Gleichatromverstirkung

bei l;l'cl = 210 V¥, I¢ = 25 mAt

bei UEE = 20 V, If: = 40 mAs
HF - Kollektor - Emi tter - Regtspanoung 1}l

bei IE = 25 mld, !J-IHIJ Ce i}
Transit-Frequenz

bei “E! = 10 V, -IE = 10 mA, IH = 100 MHz: IT
Rickwirkungskapazitit

bei “CB = 30 ¥, [B =0 £ =1 MHz: cl!ﬂ
Kollektorkapazitit

bei UEB = 30 ¥, IE =0, f =1 MHz: CZZH

1] Die Hochirequenz-Eollektor-Emitter-Restspannung U

Eollektor-Emitter-Restspannung, bei der in eimer EF-IH’:H“
= 50 V abgesunken ist)

Klvinsignalverstirkung auf B0 % des Wertes bei Hc

CE sat HF
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1,8 prF
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ist diejenige

Schaltung die

eine weitere Erniedrigung von Uy, ergibt ein nlrEu Ansteigen der Verzer-

rungens
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